102a Reunion de la

Asociacion Fisica Argentina

26 al 29 de septiembre de 2017
La Plata, Buenos Aires, Argentina

AW/



102a Reunién de la Asociacién Fisica Argentina 161

sustratos que no soportan altas temperaturas, tales como polimeros.
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Se presenta una caracterizacién detallada de la morfologia y propiedades de fotoluminis-
cencia (PL) en nanohilos (Nhs) de ZnO crecidos por el método de transporte en fase vapor
sobre grafito compactado de alta pureza en un horno tubular bajo flujo de Ary O. En con-
traste con Nhs crecidos sobre sustratos de Si, no es necesaria la presencia de catalizadores
metdlicos puesto que el crecimiento de los Nhs sucede directamente sobre la superficie de
carbono. Se obtuvo una ldmina auto-sostenida de Nhs sin orientacién preferencial, de ~60
nm de didmetro y longitudes entre 2 y 6um. Al estudiar la PL se encontré un incremento de
2 6rdenes de magnitud en la eficiencia de emisién (relacién entre la emisién de luz UV propia
del borde de banda del material y la emisién de luz en el espectro visible debida a estados
de defectos en el cristal) en comparacién con resultados obtenidos anteriormente para Nhs
crecidos sobre Si [1]. Aumentar la eficiencia de emisién es de gran interés para aplicaciones
en fotdnica y optoelectrénica UV, y usualmente se consigue a partir de la inhibicién de la
emision visible, con el consiguiente aumento de la emisiéon UV. No obstante, en este sistema
se encontrd que la alta eficiencia se produce por un incremento considerable de la intensidad
UV sin necesidad de suprimir la emisién visible. Para explicar este fendmeno se analiza la de-
pendencia de la PL con la potencia de excitacién poniendo particular atencién a la dinamica
de activacion de los picos de PL.
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Los semiconductores de banda ancha de los grupos 1I-VI (entre ellos el ZnO) presentan
variedad de dificultades en el dopaje. Esto se debe a factores tales como compensacién con
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